Hallgeneratoren

Die bewegten Elektronen in einem Halbleiter werden in einem Magnetfeld seitlich ab-
gelenkt. Dadurch tritt eine Querspannung, die Hallspannung auf. Eine hohe Elektrone n-
beweglichkeit ist wichtig, damit die Ladungstrager im Halbleiter eine hohe Geschwindig-
keit erreichen. Die Hallspannung U ist proportional zum Produkt aus dem Steuerstrom
i1 und der FluRdichte B: U =11 * B * const..

In Bild 1 flie3t der Steuerstrom uber die Anschlisse 1 und 2 durch den Halbleiter. Die
Hallspannung U, wird an 3 und 4 abgegriffen.

Fur Hallgeneratoren sind Halbleiter mit hoher Elektronenbeweglichkeit besonders ge-
eignet. Die hdchste Beweglichkeit hat das Indiumantimonid (InSb) bei leider sehr star-
ker T-Abhangigkeit. Besser geeignet fir Mel3zwecke sind das Indiumarsenid (InAs), das
Indiumarsenidphosphid (InAsP) und das Galliumarsenid (GaAs).

Es gibt 3 Hauptanwendungen fur Hallgeneratoren:

Magnetfeldmessung: Durch den Hallgenerator fliel3t ein hochkonstanter Steuerstrom.
Uy ist proportional zur Starke des Magnetfelds. Die Anzeige der verstarkten Spannung
erfolgt direkt in Einheiten der Feldstarke.

Hallmultiplikator: Der Hallgenerator sitzt im Luftspalt eines Schalenkerns. Die Hallspan-
nung Uy ist proportional zum Produkt aus dem Strom durch den Hallgenerator und dem
Feld im Luftspalt, das proportional zum Strom durch die Wicklung des Schalenkerns ist.

Positionsabfrage: Das Feld eines linear bewegten oder rotierenden Magneten steuert
den Hallgenerator an. Einsatz zur Stellungsabfrage in Elektromotoren und zur Dreh-
zahlmessung, aber auch in Tastaturen. Hier werden heute aus Preisgriinden meist Hall-
IC’s auf der Basis von Silizium eingesetzt.




EA 218, FA 22e

Einbausonde EA 218, Feldsonde FA 22e (Halbleitermaterial InAs).

EA 218 FA22e
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Gewicht etwa 0,3 g Malke in mm Gewichtetwa 0.4 g MaBe in mm
Grenzdaten | EA 218| FA 22¢|
Maximal zulassiger Steuerstrornin ruhender Luft /3w 150 200 mA
Waérmewiderstand zwischen Halbleiterschicht
und Aulenseite des Mantels (beidseitig) Rin ca. bQ | ca. B0 | °C/wW
Lagertemperatur Iz =50 bis +100 °C
Betriebstemperatur r =20 bis +90 °C
Kenndaten (7, = 2b °C) | EA 218 | FA 22e
Nennwert des Steuerstromes bei Betriebin Luft f,, | 100 150 mA

Leerlaufhallspannung bei f,,; B = 1Tesla® Use | = 8B =120 my
AbschluBwiderstand for lineare Anpassung

fur den Feldbereich 01T A | bhis20)| ca. 8 Q
Linearisierungsfehler bei Abschiuf® mit A
{bezogen auf 1 T) Fio | <1 <1 %

Leerlaufempfindlichkeit (bezogen auf 1T} Kea | 20,85 | 208 VIAT
Mittlere Empfindlichkeit bei Abschluls mit A

(in % v. Kgg bezogen auf 17T) Kg, | ca. 70 ca. 65 %
Steuerseitiger lnnenwiderstand bei 5 =0

(einschlieBlich Zuleitungswiderstand} Rig | ca. 3 ca. 2 9
Hallseitiger Innenwiderstand bei 8 = 0

(einschlieRlich Zuleitungswiderstand) Az 1ca.1b | ca.1h | Q
Ohmsche Nullkomponente Ao <(),005 | <0002 1 V/A
induktive Nullkomponente As <0,05 «<0,06 cm?
Mittlerer Temperaturkoeffizient von {/50

zwischen —20und +90 °C B ca~0,1 } ca-0,1 | %/°C
Mittlerer Temperaturkoeffizient von A4

und Raq zwischen —20 und +20°C v ca, 0,2 § ca 02 | %/°C

M genausr Widerstandswert ist auf der Verpackung angepeben
% T = Tesla = 104 Gaul



